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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月4日(2014.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型の半導体基板と、
　第２導電型の第１不純物拡散領域と、
　第１導電型の第２不純物拡散領域と、
　第２導電型の第３不純物拡散領域と、
　第２導電型の第４不純物拡散領域と、
　第１コンタクトと、
　第１の電源と、を含み、
　前記第１不純物拡散領域は、前記半導体基板内に設けられ、
　前記第２不純物拡散領域は、前記第１不純物拡散領域内に設けられ、
　前記第３不純物拡散領域は、前記第２不純物拡散領域内に設けられ、
　前記第４不純物拡散領域の第１の部分は、前記第２不純物拡散領域内に、前記第３不純
物拡散領域に離間して設けられ、前記第４不純物拡散領域の第２の部分は、前記第１不純
物拡散領域の第３の部分の前記半導体基板の表面側に設けられ、
　前記第１の部分と前記第２の部分が連続し、
　前記第１コンタクトは、前記第２の部分に接するように設けられ、
　前記第１コンタクトと前記第３の部分とが平面視において重なり、
　前記第１の電源は前記第３不純物拡散領域に接続されていることを特徴とする半導体装
置。
【請求項２】
　前記第４不純物拡散領域と前記第３不純物拡散領域との間の前記第２不純物領域の上方
に、第１ゲートが設けられ、
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　前記第１ゲートはＧＮＤに接続されていることを特徴とする請求項１に記載の半導体装
置。
【請求項３】
　前記第１ゲートの一部が、前記第４不純物領域に平面視で重なっていることを特徴とす
る請求項２記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第４不純物領域の前記半導体基板の表面側に、第２導電型の第６不純物拡散領域が
設けられ、
　前記第６不純物拡散領域の不純物濃度は、前記第４不純物領域の不純物濃度より高いこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第６不純物拡散領域の表面にはシリサイド層が設けられていることを特徴とする請
求項４記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１コンタクトと、前記第３の部分との間で前記第２不純物拡散領域を挟むことが
できる前記第１不純物拡散領域の所定の領域とが、第１の配線で接続されていることを特
徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　第１導電型の半導体基板と、
　前記半導体基板内に設けられた第２導電型の第１不純物拡散領域と、
　前記第１不純物拡散領域内に設けられた第１導電型の第２不純物拡散領域と、
　前記第２不純物拡散領域内に設けられた第２導電型の第３不純物拡散領域と、
　第２導電型の第４不純物拡散領域と、
　前記第２不純物拡散領域内に設けられた第２導電型の第５不純物拡散領域と、
　第１コンタクトと、
　第１の電源と、を含み、
　前記第２不純物拡散領域は、平面視において、前記第１不純物拡散領域の第１の領域に
囲まれると共に前記第１不純物拡散領域の第２の領域を囲むように配置され、
　前記第３不純物拡散領域及び前記第５不純物拡散領域は、平面視において、前記第２の
領域が間に位置するように配置され、
　前記第４不純物拡散領域は、平面視において、前記第３不純物拡散領域と前記第５不純
物拡散領域との間に配置され、
　前記第４不純物拡散領域は、第１部分と、第２部分と、第３部分とからなり、前記第２
部分は前記第２の領域に配置され、前記第１部分は前記第２不純物拡散領域の前記第３不
純物拡散領域側に前記第３不純物拡散領域に離間して配置され、前記第３部分は前記第２
不純物拡散領域の前記第５不純物拡散領域側に前記第５不純物拡散領域に離間して配置さ
れ、
　前記第１部分と、前記第２部分と、前記第３部分が連続し、
　前記第１コンタクトは、前記第２部分に接するように設けられ、
　前記第１の電源は前記第３不純物拡散領域および前記第５不純物拡散領域に接続されて
いることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　前記第１コンタクトと前記第１の領域とが第１の配線で接続されていることを特徴とす
る請求項７に記載の半導体装置。
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